
Fig.1 Changes in 2Pr of ferroelectric capacitors after 
annealing 3% hydrogen atmosphere at 200°C. 
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１．概要（Summary） 

現在、強誘電体キャパシタ用電極材料の多くは、難加

工性かつ高価な貴金属類である。また、貴金属は半導体

製造工程中での還元性雰囲気による強誘電性劣化の原

因となる。そこで、貴金属電極に代わる材料として、安価

で導電性と加工性が高く、かつ水素に対する触媒活性の

ない酸化物導電材料の利用が注目されている。 

本研究では、Al:ZnO (AZO)および Sn:In2O3 (ITO)を

バッファ層と上部電極に用いた強誘電体キャパシタを作

製し、水素劣化耐性および分極反転の繰り返しによる疲

労特性を評価した。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な設備：人工超格子薄膜形成システム、

ナノ薄膜形成システム 

・実験方法 

高配向スパッタ Pt(111)下部電極上に、Pulsed laser 

deposition (PLD)法を用いて、AZOおよび ITOバッファ

層を製膜後、chemical solution deposition 法により、

500 nmのLa:PZT (PLZT, Pb:La:Zr:Ti = 113:3:30:70)

薄膜を製膜した。AZO および ITO 上部電極は、シャドウ

マスクを用いて、PLD 法によりバッファ層と同様の条件で

作 製 し た 。 作 製 し た 強 誘 電 体 キ ャ パ シ タ 

(AZO/PLZT/AZO/Pt, ITO/PLZT/ITO/Pt)を 1 Torr、

200°C、3%水素雰囲気下で所定の時間加熱し、水素劣

化耐性を評価した。また、疲労特性を評価した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

異なるバッファ層厚を有する強誘電体キャパシタに対す

る水素劣化試験結果を Fig.1 に示す。AZO バッファ層な

し (0 nm)、12および22 nmの強誘電体キャパシタでは、

初期 (0 min)の残留分極値 (2Pr)はそれぞれ 40.4、

39.9および 31.8 C/cm2であり、45分後の 2Prはそれぞ

れ 17.1、36.4および 25.7 C/cm2である。一方、ITOバ

ッファ層なし (0 nm)、3および 28 nmの強誘電体キャパ

シタでは、初期 (0 min)の 2Prはそれぞれ 41.1、42.3お

よび 31.5 C/cm2であり、45分後の 2Prはそれぞれ 24.6、

33.1および 27.0 C/cm2である。劣化試験後の初期 2Pr

の保持率は、AZOおよび ITO バッファ層がない (0 nm)

場合と比較して高く、水素劣化に対する AZOおよび ITO

バッファ層の有用性が確認できた。しかし、疲労劣化に対

しては、バッファ層の有用性は確認できなかった。 
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